
РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Студенты гр. 113111 Кипарин А.И., Самусенко А.А.
Канд. физ.-мат. наук, доцент Развин Ю.В.

Белорусский национальный технический университет

Сравнительно недавно (2007 г.) отмечалось столетие открытия явления 
твердотельной электролюминесценции. Н. Round впервые обнаружил сла­
бое свечение кристалла карборунда (SiC) в приэлектродной области [1].
O. Lossew детально изучил данное явление, но потребовалось еще, при­
мерно, три десятилетия прежде, чем была установлена природа и дана до­
статочно полная интерпретация этого свечения. Бьшо установлено, что 
излучение света происходит при инжекции электронов на более высокий 
энергетический уровень с удаленных частей кристалла (инжекционное 
излучение света). Эффективность его была настолько мала, что прямого 
практического применения этого эффеісга нельзя было представить.

Большой прорыв бьш сделан в начале 70-ых, когда инжекционная лю­
минесценция стала изучаться на основе материалов А^В^. Бьш получен по­
лупроводниковый р-п — переход, где запрещенная зона исследуемого ма­
териала соответствовала энергии фотона видимого излучения [2]. Тогда 
же бьш создан первый светодиод (LED) на основе GaAsP. В дальнейшем 
внимание разработчиков бьшо направлено на получение исходных мате­
риалов высокой чистоты, совершенствование технологии изготовления 
LED. В результате последовало увеличение эффективности светодиодов, 
излучающих на все более коротких длинах волн.

Современный, наиболее интенсивный этап развития исследований и 
практического использования твердотельной электролюминесценции 
начался с создания синего светодиода (-1991 г.) [3]. Затем последовали 
разработки белого LED, различных типов RGB-LED и мощных светоди­
одных излучателей со световой отдачей до 160 лм/Вт. В работе подробно 
рассмотрены вопросы практической фотометрии современных светодиод­
ных излучателей.
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